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2024年3月、高エネルギー加速器研究機構に DC マグネトロンスパッタリング装置
が導入された。本成膜研究では、超伝導加速空洞の表面を模擬して製作された超伝
導薄膜サンプルの超伝導特性を調べることによって空洞性能を向上させるための表
面物性の基礎研究を進めることが目的となる。現在、我々の研究において、φ20
mm と12×10 mm2 角の基板に成膜した薄膜サンプルの XRR/XRD 測定と RRR 測
定を行うことにより、本研究を遂行する上で基礎となるデータの取得を行うことが
計画されている。そこで、東北大のウォーターレーザー装置を用いて手持ちの
φ12 インチのシリコンウェハから φ20 mm と12×10 mm2 角の基板を多量に切り
出すことにより、これらの成膜用基板を多数製作する。

実験
Experimental

φ12インチシリコンウェハに対してスピンコーターを用いてレジスト材を均一に塗
布し、クリーンオーブンを用いて乾燥させる。これにより、シリコンウェハのカッ
ト時に生じる破片から表面を保護するための膜を形成する(図1)。その後、ウォーター
レーザー装置を用いてレジスト保護膜が形成されたφ12インチのシリコンウェハを
カットし、φ20mm シリコンと12×10 mm2 角の基板を製作する。

結果と考察
Results and Discussion

最終的に、φ20mm シリコンを111枚、12×10 mm2 角の基板を29枚切り出すこと
ができた(図2)。ここで、φ20 mm シリコンウェハを切り出す作業に関してはほぼ
図面の予想通り行うことができた。一方で、12×10 mm2 角の基板を切り出す作業
に関しては、φ12インチウェハの端から切り取り線がはみ出てしまったことにより、
期待通りの加工とならなかったものがいくつか存在した。これは、φ12インチシリ
コンウェハをウォーターレーザー装置に設置した際の誤差によって生じたものと考
えられる。
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図1．スピンコーターでのレジスト塗布の様子
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図2．基板の切り出し作業
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